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[57]申請專利範圍
1.　一種奈米碳管製造方法，包括下列步驟：(A)將複數個微米載體設置於一矽基板；(B)經
由一第一氣體在該等微米載體上形成複數個碳顆粒；以及(C)通入一第二氣體以形成複數
個奈米碳管。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之奈米碳管製造方法，其中，在該步驟(A)中該等微米載體係
經一溶劑以均勻設置於該矽基板。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之奈米碳管製造方法，其中，該溶劑係為乙烯纖維素。
4.　如申請專利範圍第 2項所述之奈米碳管製造方法，其中，該步驟(A)更包括一加熱步驟，
係將該矽基板加熱以移除該溶劑。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之奈米碳管製造方法，其中，該等微米載體之大小係為 0.1
至數微米。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之奈米碳管製造方法，其中，該等微米載體之材料為含碳原
子之材料。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之奈米碳管製造方法，其中，該等微米載體係為石墨。
8.　如申請專利範圍第 1項所述之奈米碳管製造方法，其中，該等碳顆粒之大小係為 1至數
十奈米。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之奈米碳管製造方法，其中，該第一氣體為分子狀態。
10.   如申請專利範圍第 9項所述之奈米碳管製造方法，其中，該第一氣體包括至少一氫原子。
11.   如申請專利範圍第 9項所述之奈米碳管製造方法，其中，該步驟(B)是經由熱處理以對該

等微米載體之碳原子反應產生複數個碳基而產生該等碳顆粒。

12.   如申請專利範圍第 1項所述之奈米碳管製造方法，其中，該第一氣體係選自下列氣體組
成之群組，該群組包括氫氣及氨氣。

13.   如申請專利範圍第 1項所述之奈米碳管製造方法，其中，該步驟(B)更包括一加熱步驟，
係將該矽基板加熱以通入該第一氣體。
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14.   如申請專利範圍第 1項所述之奈米碳管製造方法，其中，該第一氣體係為電漿狀態。
15.   如申請專利範圍第 14項所述之奈米碳管製造方法，其中，該第一氣體係選自下列氣體組

成之群組，該群組包括氫氣電漿及氧氣電漿。

16.   申請專利範圍第 14項所述之奈米碳管製造方法，其中，該步驟(B)是經由使該等微米載
體受到該第一氣體之撞擊使得該等微米載體之複數個碳基被擊出並附著於附近之該等微

米載體上而形成該等碳顆粒。

17.   如申請專利範圍第 1項所述之奈米碳管製造方法，其中，該第二氣體係選自下列氣體組
成之群組，該群組包括甲烷、氫氣、乙炔及氨氣。

18.   如申請專利範圍第 1項所述之奈米碳管製造方法，其中，該步驟(C)更包括一加熱步驟，
係將該矽基板加熱以通入該第二氣體。

19.   一種碳顆粒形成方法，其適用於複數個微米載體，包括下列步驟：(A)將該等微米載體設
置於一矽基板；(B)經由一氣體在該等微米載體上形成複數個碳顆粒。

20.   如申請專利範圍第 19項所述之碳顆粒形成方法，其中，在該步驟(A)中該等微米載體係
經一溶劑以均勻設置於該矽基板。

21.   如申請專利範圍第 20項所述之碳顆粒形成方法，其中，該溶劑係為乙烯纖維素。
22.   如申請專利範圍第 20項所述之碳顆粒形成方法，其中，該步驟(A)更包括一加熱步驟，

係將該矽基板加熱以移除該溶劑。

23.   如申請專利範圍第 19項所述之碳顆粒形成方法，其中，該等微米載體之大小係為 0.1至
數微米。

24.   如申請專利範圍第 19項所述之碳顆粒形成方法，其中，該等微米載體之材料為含碳原子
之材料。

25.   如申請專利範圍第 19項所述之碳顆粒形成方法，其中，該等微米載體係為石墨。
26.   如申請專利範圍第 19項所述之碳顆粒形成方法，其中，該等碳顆粒之大小係為 1至數十

奈米。

27.   如申請專利範圍第 19項所述之碳顆粒形成方法，其中，該第一氣體為分子狀態。
28.   如申請專利範圍第 27項所述之碳顆粒形成方法，其中，該第一氣體包括至少一氫原子。
29.   如申請專利範圍第 27項所述之碳顆粒形成方法，其中，該步驟(B)是經由熱處理以對該

等微米載體之碳原子反應產生複數個碳基而產生該等碳顆粒。

30.   如申請專利範圍第 19項所述之碳顆粒形成方法，其中，該第一氣體係選自下列氣體組成
之群組，該群組包括氫氣及氨氣。

31.   如申請專利範圍第 19項所述之碳顆粒形成方法，其中，該步驟(B)更包括一加熱步驟，
係將該矽基板加熱以通入該第一氣體。

32.   如申請專利範圍第 19項所述之碳顆粒形成方法，其中，該第一氣體係為電漿狀態。
33.   如申請專利範圍第 32項所述之碳顆粒形成方法，其中，該第一氣體係選自下列氣體組成

之群組，該群組包括氫氣電漿及氧氣電漿。

34.   申請專利範圍第 32項所述之碳顆粒形成方法，其中，該步驟(B)是經由使該等微米載體
受到該第一氣體之撞擊使得該等微米載體之複數個碳基被擊出並附著於附近之該等微米

載體上而形成該等碳顆粒。

圖式簡單說明

圖 1係本發明一較佳實施例用以製造奈米碳管之方法流程圖。

圖 2係本發明一較佳實施例使用之一裝置示意圖。

圖 3係本發明一較佳實施例形成碳顆粒之示意圖。

(2)
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圖 4係本發明一較佳實施例之使用之一設備示意圖。

圖 5係本發明所形成之奈米碳管應用於場發射陰極時，其場發射電流密度與施加電壓之
關係圖。

圖 6係本發明一較佳實施例矽基板上之微米載體。

圖 7係本發明一較佳實施例所形成之碳顆粒。

圖 8係本發明一較佳實施例所形成之奈米碳管。
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